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【はじめに】半導体デバイスにおいて、良好な

デバイス特性を実現するためには界面準位密

度の低減は極めて重要である。水素終端ダイヤ

モンド表面を用いた金属/ダイヤモンドや絶縁

膜/ダイヤモンドの界面準位密度は低く、良好

なデバイス特性が報告されているが、酸素終端

ダイヤモンド表面を用いた場合、高い界面準位

密度によりフェルミレベルピニングが起こる。

近年、我々は加湿した窒素ガス雰囲気でのアニ

ール（ウェットアニール）処理により原子的に

平坦な OH 終端ダイヤモンド(111)表面の形成

に成功し、その表面を用いた SBD の界面準位

密度は、熱混酸処理されたダイヤモンド(111)

表面を用いた SBD よりも一桁以上低減できる

ことを報告した[1]。本研究では、ウェットア

ニール処理を行った p 型ダイヤモンド(111)表

面上に酸化アルミニウムを用いたMOSダイオ

ードを作製し、界面準位密度の低減を試みた。 

 

【実験】作製したMOSダイオード構造の模式

図を Fig.1に示す。本研究では低抵抗である高

温高圧合成 IIb型単結晶(111)ダイヤモンド基板

上にマイクロ波プラズマ CVDによって p型ダ

イヤモンド膜（[B] ～1017atom/cm3）を成長し

た試料を使用した。そのダイヤモンド膜の酸素

終端化処理として熱混酸処理又はウェットア

ニール処理を行った。次に、それらの酸素終端

ダイヤモンド(111)膜上にALD法を用いて酸化

アルミニウムを堆積した。堆積条件は、前駆体

TMA、酸化剤 H2O、温度 120 度とし、酸化ア

ルミニウムを 42.9nm 堆積した。上部、下部電

極共に Auを真空蒸着によって堆積した。それ

らのダイヤモンドのMOSキャパシタの電気特

性評価を行った。 

【結果】Fig.2に Quasi-Static C-V 特性の結果を

示す。熱混酸試料に比べ、ウェットアニール試

料での C-V 曲線でのシフトは極めて小さい。

この結果は、ウェットアニール処理は酸化アル

ミニウム/p 型ダイヤモンド(111)膜における界

面準位密度を低減することを示唆する。 

 
Fig.1 MOS structure using ALD-Al2O3 

film/oxidized diamond (111). 

 
Fig.2 Quasi-Static C-V characteristics of MOS 

capacitors using ALD-Al2O3 film/HMA treated and 

wet annealed diamond (111) surfaces. 
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